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【はじめに】BaSi2は Si に比べ可視光の吸収係数が 10 倍以上高く、薄膜太陽電池材料として期待

されている。現在、高い変換効率を有する BaSi2ヘテロ薄膜は、MBE 法などの高度に制御された

装置で成長されているが、実用段階では、安価な製造プロセスが必要になってくる。我々は、BaSi2

膜の大量合成法を探索し、アンモニア(NH3)プロセスを使って、(001)あるいは(111)Si ウエハ表面

に Ba を堆積させ、熱処理で BaSi2を作り込む方法を提案し、BaSi2/Si 構造を作製して、SEM/EBIC

を用いてその特性を評価した。 

【実験】本研究の NH3プロセスでは、ドライアイス・2-プロパノール寒剤で冷却した石英管中に

液化させた NH3 に Ba を溶かし込み、この溶液に Si ウエハを浸した後、溶媒の NH3を気化させる。

これにより得られる Ba に覆われた Si ウエハをグローブボックス（Ar 雰囲気）中でステンレス鋼

製（SUS）容器内に封入した後、電気炉で熱処理することにより、BaSi2を作製した。この膜の特

性を SEM や電気測定で調べた。 

【結果・考察】(1) NH3溶媒の蒸発により Si 基板上に Ba 薄膜を堆積させることは、比較的容易で

あった。しかしながら Ba 薄膜の厚みの調節が難しく、実際の試料にでは厚さ数ミクロン程度の

Ba 膜が堆積した。図 1 は、Si ウエハ基板上の生成物の SEM 写真（二次電子像）である。生成層

が厚く灰色の部分では微粒子が 3 次元的に重なったような組織(a)が、また、金属光沢を帯びた部

分は緻密な組織(b)が観察された。後者の一部に比較的良好な整流特性を示す領域があることがわ

かった。現在、probe EBIC 法を用いて断面より BaSi2膜を観察しているが、最初の Ba 薄膜が薄い

ものほど界面が均一で、Schottky 接合的な傾向が見られた。現在、異なる伝導型の Si ウエハを用

意して BaSi2膜を作製し、その電圧バイアス下での EBIC 特性を調べている。 
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図 1.  Si 基板上の生成物の SEM 写真。 (a)灰色部分、(b)金属光沢部分。 
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